Nazev vetejné zakazky:

4

Dodavka analytického rastrovaciho elektronového mikroskopu
s vysokym rozliSenim v¢. zafizeni na pripravu vzorki pro projekt NTIS

Odivodnéni ucelnosti verrejné zakazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1 pism. a)

zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni

Popis potieb, které maji
byt splnénim veiejné
zakazky naplnény:

Popis predmétu vefejné
zakazky:

Vetejna zakazka je realizovana v ramci projektu Nové technologie pro informacni
spole¢nost (NTIS), CZ.1.05/1.1.00/02.0090, coz je projekt financovany
prostfednictvim Opera¢niho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace z Evropského
fondu pro regionalni rozvoj.

Prostfednictvim této vetfejné zakazky ma byt zajisténa dodavka analytického
rastrovaciho elektronového mikroskopu s vysokym rozliSenim a zafizeni na pfipravu
vzorkil pro feSeni vyzkumného programu P4 Evropského centra excelence NTIS
(Nové technologie pro informaéni spole¢nost) Fakulty aplikovanych véd ZCU v
Plzni. V tomto programu jsou pomoci plazmovych technologii vyvijeny unikatni
nanostrukturni tenkovrstvé materialy s novymi vlastnostmi. Strukturu a vlastnosti
téchto materialll je nezbytné dikladné testovat rGznymi metodami. Analyticky
rastrovaci elektronovy mikroskop s vysokym rozliSenim, ve spolupraci se zafizenimi
na pfipravu vzorkd, konkrétn¢ umozni kvalitativni a kvantitativni lokalni prvkovou,
fazovou a strukturni analyzu véetné studia mikrostruktury a topografie vytvarenych
tenkovrstvych materiali.

Predmétem vetejné zakazky je dodavka analytického rastrovaciho elektronového
mikroskopu s vysokym rozlisenim véetné zatizeni na pfipravu vzorku.

Zatizeni se musi skladat z nize uvedenych ¢asti, musi spliiovat nasledujici minimalni
technické parametry a musi umoznit minimalné nasledujici funkce:

1. Rastrovaci elektronovy mikroskop (FE-SEM) pracujici v reZimu vysokého
vakua
e Elektronové délo se Schottkyho emitorem ZrO/W s garantovanou
zivotnosti minimalné 6 000 hodin, pfipadné garance této provozni doby
bez dalsich nakladt v nabidkové cené
e Stabilita proudu elektronového svazku lep$i nez 1 % po dobu minimalné
8 hodin
e Obrazové rozliSeni:
»rezim SE (sekundarni elektrony) pti 30 kV — minimalné 1,0 nm
»rezim SE (pfi 1 kV) — minimalné 1,6 nm
»rezim BSE (zpétné odrazenych elektronti) pfi 30 kV — minimalné
3,0nm
»rezim TE (prochazejicich elektron(l) — minimalné 1,0 nm
e Rozsah zvétSeni — minimalné 25x az 800 000x na standardni fotografii
formatu 127 x 95 mm
e Rozsah urychlovaciho napéti — minimalné€ od 0,1 kV do 30 kV (s
krokem maximaln¢ 0,1 kV)
e Proud elektronového svazku 1 pA — 200 nA (pfi 15 kV) a vice nez
300 nA (pti 30 kV)




Nezavisla regulace urychlovaciho napéti a proudu sondy
Automatické funkce:
» automatické zaostieni
» automaticka regulace sigmatizmu
Detektory:
»>out-lens detektor SE
> in-lens detektor SE
»vysuvny polovodicovy detektor BSE s minimalné 4 segmenty
»vysunovatelny detektor prochazejicich elektronti (TE) se
zobrazenim ve svétlém poli (BF) a temném poli (DF)
Moznost soucasného snimani obrazi SE a BSE a také SE a TE pfi vSech
urychlovacich napétich
Systém redukujici pfipadnou kontaminaci elektronové optiky ze vzorku -
vymrazovaci past
Zorné pole minimalné 4 mm pfi zvétSeni 25x
Stolek pro vzorky — eucentricky typ s motorizaci v 5 osach v rozsahu
»osa X minimalné 100 mm
»osa Y minimalné 100 mm
»0sa Z minimalné 35 mm
»rotace 360°
»naklon minimaln¢ od -3° do 70°
Ptedkomora pro vyménu vzorkil o min. rozmérech — primér 150 mm a
vyska 25 mm
PIn¢ automaticky vakuovy Cerpaci systém
Vzorkova komora musi byt ¢erpana pomoci turbomolekularni vyvévy
s rotorem uloZzenym v magnetickych loziscich a bezolejové primarni
vyvévy na hodnotu min. 10* Pa
Prostor elektronového déla musi byt Cerpan iontovou vyveévou na
hodnotu min. 107 Pa
Apertura objektivové Cocky nastavitelna do nékolika poloh se snadnou a
jednoduchou vyménou pii funkénim proudu elektronového svazku
Infracervena kamera pro pozorovani situace ve vzorkové komote
Faradaydv poharek pro méteni proudu na vzorku
Moznost pozorovat a ukladat obrazy o velikosti vétsi nez 15 Mpixell ve
formatech TIFF, BMP a JPG
Moznost ziskat 3D obrazova a kvantitativni topograficka data o povrchu
vzorku bez naklonu vzorku
Ovladani vSech parametri SEM pomoci pocitatového systému s
prislusnym softwarem (minimalné 1 (jedna) licence), plochy monitor
minimalné 24°’, DVD-RW, USB rozhrani a sitova karta

2. Energiové disperzni detektor (EDS)

Hardware 1 software EDS pln¢ integrovany se SEM (ovladani EDS a
SEM pomoci jedné mysi a kldvesnice)

Pouziti detektoru s bezdusikovym chlazenim (technologie SDD ,,Silicon
Drift Detector®)

Plocha detektoru minimalng 30 mm?

Rozliseni minimalné 129 eV (pro ¢aru Ka Mn)

Detekce prvkill pocinaje berylliem (Be) a dale

Rychlost nacitani vyssi nez 300 000 cps (,,counts stored per second®)
Vybavenost ovladacim pocitacovym systémem se software (minimaln¢ 1
(jedna) licence) podporujicim EDS spektrometr, analyzu a zdznam dat a
minimalné umoziujicim:




»snimani RTG spekter (kvantitativné i kvalitativng)

o Vbodé
o na ploSe celé zobrazené oblasti ¢i na operatorem
vybrané oblasti plochy

o podél jakékoliv zvolené ¢ary

» urcit prvkové slozeni operatorem vybranych prvki na zvolené
plose (minimalné€ 25 prvki soucasn¢)

»snimat Gplné spektrum pro kazdy zobrazovaci bod (pixel) ve
zvolené oblasti na zvolené plose s rozliSenim minimalné
1024x1024 pixelu

»registraci elektronovych obrazi

» automatickou a manualni kvalitativni analyzu (s automatickou
identifikaci ¢ary)

»modelovani pozadi

»kvantitativni analyza

»bezstandardova analyza

»korekéni systémy PROZA, ZAF a korekce matrice pro TEM
tenké fezy

»sada standard( (minimalné 50 standardi kovi a mineralt)

3. VInové disperzni spektrometr (WDS)

Vysoce citlivy systém s rozsahem energii minimalné 160 eV az 12 keV
Automatické nastaveni WDS s vyuzitim informace z EDS

Automatickd WDS kalibrace

Plna integrace WDS do software pracujiciho s EDS, vetné automatické
WDS validace identifikace EDS pikt

4. EBSD systém — musi obsahovat nasledujici ¢asti

Specializovand CCD kamera pro snimani obrazu s rozliSenim minimalné
640x480 pixeli s rychlosti indexace vétsi nez 600 fps
Interface pro pfipojeni k SEM umoziiujici ovladani SEM
prostiednictvim EBSD systému
Systém musi zajist'ovat souc¢asné snimani map EBSD a map EDS
(spektralni kvantitativni mapy obsahujici uplné RTG spektrum pro
kazdy pixel)
Fosforové stinitko pro zdznam obraztt EBSD
Software (minimaln¢ 1 (jedna) licence) umoziujici:
»snimani elektronovych obrazi a EBSD
»ovladani vSech parametra detektoru (integrace, ,,pixel binning")
»automaticka indexace pomoci Houghovy transformace
»typ mapovani OIM
»moznost prezentovani EBSD dat v Eulerové prostoru (ODF,
MODF)
»moznost analyzovat vicefazové materialy (minimaln¢ 4 faze)
»mapovani hranic zrn s moznosti jejich rekonstrukce
»identifikace fazi (spolecné s analyzou EDS)
» presentace vysledkd analyzované faze

5. Systémy EDS, WDS a EBSD musi byt vyrobeny jednim vyrobcem a
pracovat na stejné softwarové platformé

6. Modularni katodoluminiscen¢ni systém (CL), umoZiiujici spektralni
analyzu katodoluminiscen¢niho efektu

Achromatické parabolické zrcadlo pracujici minimalné v rozsahu 200 az




2000 nm, vcetné

»mechanizmu pro zasunuti a vysunuti zrcadla z tubusu SEM

motorizované

»systému presného polohovani ve 3 osach (X-Y-2)

» piiruby pro montaz k mikroskopu
Pracovni vzdalenost (working distance) maximalné 15 mm
Digitalni systém pro ovladani elektronového svazku
Moznost spektralni analyzy — monochromator s ohniskovou vzdalenosti
minimalné 120 mm umistény mimo mikroskop a opatieny:

» minimalng 2 difrakénimi miizkami

»minimalné 1 vystupem pro detektor

»motorizovanym karuselem s filtry
Nezbytny ptechodovy opticky modul pro zavedeni CL signalu do
monochromatoru pomoci svétlovodice
PMT detektor s min. rozsahem 200 az 850 nm
Software pro ovladani systému s moznosti ziskani monochromatickych
CL obrazti (map) s minimaln¢ 1 (jednou) licenci
Adaptér pro montaz CL systému na komoru mikroskopu
Moznost pozd€jsiho rozsiteni o jiné typy spektrografti a detektorti pro
hyperspektralni meteni

7. Modularni zdroj RTG zafeni s polykapilarni optikou pro SEM/EDS

Zdroj RTG zateni s mikrofokusaci maximalné na pramér stopy 65 um
Kapilarni optika a montazni adaptér na komoru mikroskopu

Ovladaci elektronika a napdjeci zdroj

Software pro nastaveni provoznich parametrti a ovladani clony RTG
zdroje s minimalné 1 (jednou) licenci

Software pro zpracovani spekter, jejich vyhodnoceni a kvalitativni a
kvantitativni analyzu vzorkd s minimaln¢ 1 (jednou) licenci

Adaptér pro montaz modularniho zdroje RTG zatreni na komoru
mikroskopu

8. Systém pro pripravu vzorku technikou ,,ion-milling*

Zdroj iontd Ar

Typ se 3 elektrodami

Urychlovaci napéti minimaln€ od 0 do 6 kV

Proud vyboje minimalné od 0 do 500 pA

Minimalni velikost vzorku — primér 50 mm, vyska 25 mm
Néklon vzorku v rozsahu 0 az 90°

Rizeni priitoku argonu pomoci hmotového pritokoméru
Modul pro opracovani fezu vzorkem (,,cross-section®)
Integrovany opticky mikroskop pro pozorovani stavu procesu
Stolek pro vzorek kompatibilni s komorou SEM pro snadné prenaseni
vzorku

9. Systém pro dekontaminaci organickych sloZek na povrchu vzorku

Samostatny systém pro dekontaminaci vzorkti pomoci UV zafeni a
ozonu nebo obdobné feseni integrované v komote mikroskopu

Stolek pro vzorek kompatibilni s komorou rastrovaciho mikroskopu pro
snadné pfenaseni vzorku v piipad¢ samostatného dekontaminac¢niho
systému

Moznost ulozeni vzorkd pod vakuem v ptipadé samostatného
dekontaminacniho systému




Popis vzajemného vztahu
predmétu verejné
zakazky a poti‘eb
zadavatele:

Popis rizik souvisejicich
S plnénim vefejné
zakazky, ktera zadavatel
zohlednil p¥i stanoveni
zadavacich podminek:

10. Systém pro pripravu vzorki na TEM aplikace

e Ptiprava vzorkli pro TEM aplikace (tenké folie) pomoci iontl argonu

e Rizeni energie iontového svazku nastavovanim urychlovaciho napéti 0,1
az 8,0 kV
Rizeni rotace stolku se vzorkem nastavitelné od 1 do 6 ota¢ek za minutu
Drzék vzorka kompatibilni s drzakem vzorkti TEM mikroskopu
Zabudovany mikroskop s funkci zoom pro pozorovani stavu procesu
Velikost vzorku minimalné 2 mm v priméru
Bezolejovy vakuovy Cerpaci systém

11. Systém pro pripravu vzorki naprasovanim

e NapraSovani uhlikem a kovem Au
Automatické nebo manualni ovladani
Cerpany pomoci turbomolekularni vyvévy
Digitalni nastaveni vykonu a ¢asu naprasovani
Monitor pro sledovani tloustky naprasované vrstvy
Sada spotiebniho materialu

Predmét verejné zakazky musi byt novy, plné funkéni, kompletni a musi byt vybaven
plnohodnotnym softwarem, aby bylo mozn¢ jeho plné vyuziti.

Nedilnou soucasti predmétu plnéni je dodani Zafizeni do mista plnéni, instalace a
montaz, kalibrace a uvedeni do provozu vcetné provereni bezchybné funkénosti,
technické dokumentace a uzivatelskych ptirucek (v ¢eském nebo anglickém jazyce,
v listinné nebo elektronické podob¢), piedvedeni vSech obligatorné pozadovanych
funkci a parametrd. Pfedmét plnéni musi byt vybaven pfisluSnym plnohodnotnym
softwarem vcetn¢ specifikovaného poctu licenci (pfi =zajiSténi vzajemné
kompatibility SW a HW).

Po tadném dodani Zatizeni a fadné realizaci montdze dodaného Zatizeni a jeho
uvedeni do provozu provede dodavatel zaSkoleni obsluhy zadavatele v rozsahu 40
(Ctyficeti) hodin pro 3 (tfi) osoby (obsahovou naplni bude zvladnuti obsluhy
pfedmétu plnéni, vSech jeho soucasti a softwaru). S ohledem na slozitost obsluhy
Zatizeni provede dodavatel bezplatné po 3 mesicich od protokolarniho ptfedani a
pievzeti predmétu veifejné zakazky doplnujici zaSkoleni ¢lenti obsluhy Zatfizeni
v misté plnéni verejné zakazky a to v rozsahu 20 (dvaceti) hodin pro 3 (tii) osoby.

Realizace vetejné zakazky umozni dosazeni stanovenych cili celého vyzkumného
programu P4 Evropského centra excelence NTIS, ve kterém jde zejména o vyuziti
modernich plazmovych technologii pro pfipravu unikatnich nanostrukturnich
tenkovrstvych materiall s novymi mechanickymi, fyzikalnimi i biologickymi
vlastnostmi a o navrzeni zcela novych plazmovych systémt pro depozici vrstev a
modifikaci povrchii. A pravé lokalni kvalitativni a kvantitativni prvkova, fazova a
strukturni analyza pfipravenych tenkovrstvych materialti spolecné se studiem jejich
topografie a mikrostruktury je jednou z klicovych technik pro Gspésny vyvoj novych
materiald.

Rizika souvisejici s nerealizaci vefejné zakazky, popt. snizenim kvality vefejné
zakazky, ohrozuji naplnéni cilti projektu Nové technologie pro informacni spolecnost
(NTIS) a nebude tak mozna plnohodnotna ¢innost v ramci tohoto projektu a
zadavateli mohou vzniknout zna¢né $kody. Tato rizika negativné ovlivni i plnéni
monitorovacich indikatort. Prodleni s plnénim vefejné zakazky mtze ovlivnit milnik




Pfedpokladany termin

spInéni verejné zakazky:

Popis alternativ
naplnéni planovaného
cile a zdivodnéni

Popis toho, do jaké miry
ovlivni vefejna zakazka
pInéni planovaného cile:

Dalsi nepovinné
informace odiivodiujici
veiejnou zakazku:

projektu Nové technologie pro informacni spolec¢nost (NTIS): Pofizeni pfistroji a
technologii a jejich uvedeni do provozu (100 %) — 12/2014.

Nejpozdéji 3. Ctvrtleti roku 2014

Realizace dotcené Casti projektu Nové technologie pro informacni spolecnost (NTIS)
nelze dosdhnout jinym zptisobem, nezli plnénim této vefejné zakazky. Zadavatel
povazuje dosaZeni cile prostfednictvim plnéni této vetejné zakazky za nejefektivné;jsi
a nejhospodarnéjsi zplisob naplnéni zaméru projektu Nové technologie pro
informacni spolecnost (NTIS).

Diky plnéni této vefejné zakdzky dojde k velmi vyznamnému doplnéni a
modernizaci stavajicich laboratofi naseho pracovisté, a tim také k zasadnimu posunu
v plnéni vystupu P4-2, ktery je jednim ze zakladnich pfedpokladt GspéSného plnéni
celého vyzkumného programu P4 (viz dalsi vystup programu P4: P4-3 Vyzkum a
vyvoj novych materiali)




